
(19)日本国特許庁（JP） (12) 公開特許公報（Ａ） (11)特許出願公開番号

特開2002－343970
(P2002－343970A)

(43)公開日 平成14年11月29日(2002.11.29)

(51)Int.Cl7 識別記号 FI ﾃｰﾏｺｰﾄﾞ(参考)

   �H�0�1�L 29/786   

   �G�0�2�F  1/1368  

   �H�0�1�L 21/336   

   �G�0�2�F  1/1368  

   �H�0�1�L 29/78    619 B

   � � � �           616 N

�2�H�0�9�2

�5�F�1�1�0

審査請求 未請求 請求項の数 11ＯＬ（全 10数）

(21)出願番号 特願2001－139552(P2001－139552)

(22)出願日 平成13年5月10日(2001.5.10)

(71)出願人 590000248

コーニンクレッカ フィリップス エレク

トロニクス エヌ ヴィ

KONINKLIJKE PHILIP

S ELECTRONICS N.V.

オランダ国  5621  ベーアー  アインドー

フェン  フルーネヴァウツウェッハ  1

(72)発明者 湯川 禎三

兵庫県神戸市西区高塚台4丁目3番1  フィリ

ップスモバイルディスプレイシステムズ神

戸株式会社内

(74)代理人 100087789

弁理士 津軽 進 (外1名)

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 薄膜トランジスタの製造方法並びにそのような製造方法を用いて製造された薄膜トランジスタ及

び液晶表示パネル

(57)【要約】        （修正有）
【課題】  薄膜トランジスタにおけるチャンネル形成層
に光が侵入する恐れを略除去することが可能な、工程数
の少ない薄膜トランジスタの製造方法を提供する。
【解決手段】  透明基板２０上に遮光膜２１を形成する
第１工程と、遮光膜２１が形成された透明基板２０上に
絶縁層２２を形成する第２工程と、該絶縁層２２上にド
レイン電極１２ａ及びソース電極１７ａを形成する第３
工程と、これらドレイン電極及びソース電極が形成され
た絶縁層２２上にチャンネル形成層２４を形成する第４
工程と、該チャンネル形成層２４を、遮光膜２１をマス
クとする透明基板２０側からの露光に基づくフォトリソ
グラフィにより島状に形成する第５工程と、島状のチャ
ンネル形成層２４上にゲート絶縁層２６、３２を介在さ
せてゲート電極１６ａを形成する第６工程とを有する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  ゲート電極と、ドレイン電極と、ソース
電極と、チャンネル形成層と、該チャンネル形成層に光
が侵入するのを防止する遮光膜とを有してなる薄膜トラ
ンジスタの製造方法であって、
透明基板又はこの基板に設けられた下地層上に前記遮光
膜を形成する第１工程と、
前記遮光膜が形成された前記透明基板又は下地層上に前
記ドレイン電極及び前記ソース電極を形成する第２工程
と、
前記ドレイン電極及びソース電極が形成された構造体の
主面上に前記チャンネル形成層の材料を堆積する第３工
程と、
当該堆積された材料の層を、前記遮光膜をマスクとする
前記透明基板側からの露光に基づくフォトリソグラフィ
の処理により島状に形成して前記チャンネル形成層を形
成する第４工程と、
この島状のチャンネル形成層上にゲート絶縁層を介在さ
せて前記ゲート電極を形成する第５工程と、を有する薄
膜トランジスタの製造方法。
【請求項２】  請求項１に記載の薄膜トランジスタの製
造方法であって、
前記第３工程が、前記ドレイン電極及びソース電極が形
成された前記構造体主面上に前記チャンネル形成層の材
料と前記ゲート絶縁層の材料とを順に堆積する工程を有
し、
前記第４工程が、当該ゲート絶縁層の材料の層上にフォ
トレジスト層を形成する工程と、該フォトレジスト層を
前記遮光膜をマスクとする前記透明基板側からの露光に
よりパターン化する工程と、これによりパターン化され
たフォトレジスト層をマスクとして当該ゲート絶縁層及
びチャンネル形成層の堆積層を選択的にエッチングする
工程とを有している、ことを特徴とする薄膜トランジス
タの製造方法。
【請求項３】  請求項１又は２に記載の薄膜トランジス
タの製造方法であって、前記第５工程が、前記島状のチ
ャンネル形成層及び該島状チャンネル形成層上の前記ゲ
ート絶縁層を第２ゲート絶縁層としての保護層により覆
う工程と、該保護層上に前記ゲート電極を形成する工程
とを有していることを特徴とする薄膜トランジスタの製
造方法。
【請求項４】  請求項１又は２に記載の薄膜トランジス
タの製造方法であって、前記第５工程が、前記島状のチ
ャンネル形成層の側面を酸化させる工程と、該酸化され
た側面を有する前記島状のチャンネル形成層上に前記ゲ
ート絶縁層を介して前記ゲート電極を形成する工程とを
有していることを特徴とする薄膜トランジスタの製造方
法。
【請求項５】  ゲート電極と、ドレイン電極と、ソース
電極と、チャンネル形成層とを有してなる薄膜トランジ
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スタの製造方法であって、
透明基板又はこの基板に設けられた下地層上に遮光性導
電材料を用いて前記ゲート電極を形成する第１工程と、
前記ゲート電極が形成された透明基板又は下地層上にゲ
ート絶縁層を形成する第２工程と、
前記ゲート絶縁層上に前記ドレイン電極及び前記ソース
電極を形成する第３工程と、
前記ドレイン電極及びソース電極が形成された前記ゲー
ト絶縁層上に前記チャンネル形成層の材料を堆積する第
４工程と、
当該堆積された材料の層を、前記ゲート電極をマスクと
する前記透明基板側からの露光に基づくフォトリソグラ
フィの処理を用いて前記チャンネル形成層を形成する第
５工程と、を有する薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項６】  請求項５に記載の薄膜トランジスタの製
造方法であって、
前記第４工程が、前記ドレイン電極及びソース電極が形
成された前記ゲート絶縁層上に前記チャンネル形成層の
材料を堆積する工程と、該チャンネル形成層上に絶縁材
料を堆積する工程とを有し、
前記第５工程が、前記絶縁材料の堆積層上にフォトレジ
スト層を形成する工程と、該フォトレジスト層に対し前
記ゲート電極を一方のマスクとして前記透明基板側から
の露光を行うとともに前記フォトレジスト層の上側に配
される他方のマスクを用いて前記フォトレジスト層の上
側からの露光を行ってパターン化する工程と、これによ
りパターン化されたフォトレジスト層をマスクとして当
該絶縁材料の堆積層と前記チャンネル形成層の堆積層と
を選択的にエッチングする工程とを有している、ことを
特徴とする薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項７】  請求項５又は６に記載の薄膜トランジス
タの製造方法であって、前記第５工程の後に、前記島状
のチャンネル形成層の少なくとも側面を覆う保護層を形
成する工程を有していることを特徴とする薄膜トランジ
スタの製造方法。
【請求項８】  ゲート電極と、ドレイン電極と、ソース
電極と、チャンネル形成層と、該チャンネル形成層に光
が侵入するのを防止する遮光膜とを有してなる薄膜トラ
ンジスタであって、
前記チャンネル形成層が前記遮光膜をマスクとして用い
たフォトリソグラフィの処理により形成されたものであ
る薄膜トランジスタ。
【請求項９】  ゲート電極と、ドレイン電極と、ソース
電極と、チャンネル形成層とを有してなる薄膜トランジ
スタであって、
前記ゲート電極が遮光性導電材料からなり、前記チャン
ネル形成層が前記ゲート電極をマスクとして用いたフォ
トリソグラフィの処理を用いて形成されたものである薄
膜トランジスタ。
【請求項１０】  ゲート電極、ドレイン電極、ソース電
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極、チャンネル形成層及び該チャンネル形成層に光が侵
入するのを防止する遮光膜を有してなる薄膜トランジス
タと、前記ドレイン電極及び前記ソース電極の何れか一
方に接続された画素電極とを有する液晶表示パネルであ
って、
前記チャンネル形成層が前記遮光膜をマスクとして用い
たフォトリソグラフィにより形成されたものである液晶
表示パネル。
【請求項１１】  ゲート電極、ドレイン電極、ソース電
極及びチャンネル形成層を有してなる薄膜トランジスタ
と、前記ドレイン電極及び前記ソース電極の何れか一方
に接続された画素電極とを有する液晶表示パネルであっ
て、
前記ゲート電極が遮光性導電材料からなり、前記チャン
ネル形成層が前記ゲート電極をマスクとして用いたフォ
トリソグラフィの処理を用いて形成されたものである液
晶表示パネル。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、薄膜トランジスタ
（ＴＦＴ）の製造方法に係り、更に詳細には、例えば液
晶表示パネル用の画素電極駆動素子として好適なＴＦＴ
の改善された製造方法に関する。また、本発明は斯様な
製造方法を用いて製造された薄膜トランジスタ及び液晶
表示パネルにも関する。
【０００２】
【従来の技術】薄膜トランジスタは、例えば液晶表示パ
ネル等の電子機器に広く使用されている。特に、アクテ
ィブマトリクス型の液晶表示パネルにおいては、画素電
極に画素情報を供給する素子として、ソース電極、ドレ
イン電極、ゲート電極及びチャンネル領域を有するＴＦ
Ｔが用いられている。透過型アクティブマトリクス液晶
表示パネルには、このようなＴＦＴの各々に対し（特に
そのチャンネル領域に対し）、当該表示パネルの背面側
に配されるバックライトからの光が入り込まないよう
に、遮光膜が設けられるものがある。
【０００３】例えば上記のような液晶表示パネルにおい
て、或るＴＦＴが完全なオフ状態に制御されている場
合、該ＴＦＴのチャンネル領域にバックライトからの光
が侵入すると、そのソース・ドレイン間に光励起キャリ
アによる漏れ電流が生じ、結果として、対応する画素電
極の電位が変動して表示画像の品質に悪影響を及ぼす。
上述した遮光膜は、ＴＦＴにおけるチャンネル領域への
光の侵入を最小限に抑え、斯様な表示画像の品質の悪化
を防止する。
【０００４】このような遮光膜を設けた液晶表示パネル
は、例えば米国特許第4,723,838号及び米国特許第5,69
1,782号等から既知である。
【０００５】米国特許第4,723,838号に開示された液晶
表示パネルは、マトリクス状に配置された画素電極に対
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して各々設けられる各ＴＦＴに対応させて、当該表示パ
ネルの背面側に遮光膜を備え、これら遮光膜により対応
するＴＦＴのチャンネル形成領域（半導体層）にバック
ライトからの光が侵入するのを防止するようにしてい
る。このような遮光膜は、従来、以下のような工程に従
い形成されている。
【０００６】即ち、透明基板上に金属等の材料からなる
遮光材料膜が一様に形成される。この遮光材料膜は、パ
ターニング処理により、形成されるべきＴＦＴに対応す
る領域以外が除去され、結果として多数の遮光膜が形成
される。斯様にして遮光膜が形成された基板上には、通
常、ＳｉＯ

２
又は窒化シリコン等からなる絶縁層とＩＴ

Ｏ等からなる透明導電層とが順次形成される。上記透明
導電層からは、パターニング処理により、ソース電極
と、一体的なドレイン電極及び画素電極とが形成され
る。次いで、これら各部を備える上記基板上に、アモル
ファスシリコン（ａ－Ｓｉ）等からなるチャンネル形成
層と窒化シリコン等からなるゲート絶縁層とが順次形成
される。これら２つの層は、上記ゲート絶縁層上に形成
されるフォトレジストを上面側（即ち、フォトレジスト
側）に配置される光源からの光により露光し現像するこ
とによりパターン化し、該パターン化されたフォトレジ
ストをマスクとしてエッチングすることにより前記遮光
膜に対応する各箇所の島状の領域を残し除去される。こ
れら島状領域の各々には頂部にゲート電極が設けられ、
これによりＴＦＴが形成される。
【０００７】上述したような従来の製造方法により製造
されるＴＦＴにおいては、前記遮光膜を形成する工程に
用いられるフォトマスク以外に、前記島状領域を形成す
る工程に使用されるフォトマスクが必要となる。また、
上記両フォトマスクは通常別のものであり、且つ、これ
らフォトマスクの位置合わせにおいて各々位置的誤差が
生じるため、対応する遮光膜と島状領域との、基板に対
して垂直方向にみた場合の位置及び形状を完全に一致さ
せることは困難である。結果として、バックライトから
の光が島状領域、即ちＴＦＴのチャンネル形成層に侵入
して光励起キャリアを発生させ、その結果ドレイン・ソ
ース間の漏れ電流が増加して表示画像の品質に悪影響を
与える場合がある。さらに、かかる光の侵入防止策とし
て遮光膜を大きめに形成した場合は、表示パネルの開口
率が低下したり、或いはバックライトの光を余分に遮断
して暗い画像になる、といった不具合を招くことにな
る。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の１つ
の目的は、薄膜トランジスタを製造する方法であって、
開口率等の表示性能を落とすことなく該薄膜トランジス
タにおけるチャンネル形成層に光が侵入する恐れを略除
去することが可能な薄膜トランジスタの製造方法を提供
することにある。
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【０００９】また、本発明の他の目的は上記のような薄
膜トランジスタの製造方法であって、従来の製造方法よ
りも必要とされるフォトマスクの数が少なく、従って製
造工程がより簡単で且つ安価な薄膜トランジスタの製造
方法を提供することにある。
【００１０】また、本発明の更に他の目的は、開口率等
の表示性能を落とすことなくチャンネル形成層に光が侵
入する恐れを略除去した薄膜トランジスタを提供するこ
とにある。
【００１１】また、本発明の更に他の目的は、上記のよ
うな薄膜トランジスタであって、より安価に製造するこ
とが可能な薄膜トランジスタを提供することにある。
【００１２】また、本発明の更に他の目的は、上記のよ
うな薄膜トランジスタを備え、バックライトにより画像
品質に悪影響の受けることの少ない液晶表示パネルを提
供することにある。
【００１３】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた
め、本発明によれば、ゲート電極と、ドレイン電極と、
ソース電極と、チャンネル形成層と、該チャンネル形成
層に光が侵入するのを防止する遮光膜とを有してなる薄
膜トランジスタの製造方法であって、透明基板又はこの
基板に設けられた下地層上に前記遮光膜を形成する第１
工程と、前記遮光膜が形成された前記透明基板又は下地
層上に前記ドレイン電極及び前記ソース電極を形成する
第２工程と、前記ドレイン電極及びソース電極が形成さ
れた構造体の主面上に前記チャンネル形成層の材料を堆
積する第３工程と、当該堆積された材料の層を、前記遮
光膜をマスクとする前記透明基板側からの露光に基づく
フォトリソグラフィの処理により島状に形成して前記チ
ャンネル形成層を形成する第４工程と、この島状のチャ
ンネル形成層上にゲート絶縁層を介在させて前記ゲート
電極を形成する第５工程と、を有する薄膜トランジスタ
の製造方法が提供される。
【００１４】このような製造方法によれば、島状のチャ
ンネル形成層を形成する際に遮光膜をフォトマスクとし
て使用することにより基板側（即ち背面側）からの露光
を行うため、従来の製造方法における表面側からの露光
の場合のように別のフォトマスクが必要とされず、製造
工程が簡略化される。また、遮光膜をフォトマスクとし
て使用する結果、該遮光膜及び島状チャンネル形成層の
形状及び位置が基板に垂直な方向に見て略完全に一致す
る（即ち、自己整合される）ので、バックライトの光が
チャンネル形成層に侵入して光励起キャリアを発生させ
る現象を、開口率等を犠牲にすることなく効率良く回避
することができる。
【００１５】上記薄膜トランジスタの製造方法において
は、前記第３工程が、前記ドレイン電極及びソース電極
が形成された前記構造体主面上に前記チャンネル形成層
の材料と前記ゲート絶縁層の材料とを順に堆積する工程
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を有し、前記第４工程が、当該ゲート絶縁層の材料の層
上にフォトレジスト層を形成する工程と、該フォトレジ
スト層を前記遮光膜をマスクとする前記透明基板側から
の露光によりパターン化する工程と、これによりパター
ン化されたフォトレジスト層をマスクとして当該ゲート
絶縁層及びチャンネル形成層の堆積層を選択的にエッチ
ングする工程とを有している、ことを特徴とすることが
できる。
【００１６】また、前記第５工程が、前記島状のチャン
ネル形成層及び該島状チャンネル形成層上の前記ゲート
絶縁層を第２ゲート絶縁層としての保護層により覆う工
程と、該保護層上に前記ゲート電極を形成する工程とを
有していることを特徴とすることもできる。
【００１７】さらに、前記第５工程が、前記島状のチャ
ンネル形成層の側面を酸化させる工程と、該酸化された
側面を有する前記島状のチャンネル形成層上に前記ゲー
ト絶縁層を介して前記ゲート電極を形成する工程とを有
していることを特徴とすることができる。
【００１８】また、本発明によれば、ゲート電極と、ド
レイン電極と、ソース電極と、チャンネル形成層とを有
してなる薄膜トランジスタの製造方法であって、透明基
板又はこの基板に設けられた下地層上に遮光性導電材料
を用いて前記ゲート電極を形成する第１工程と、前記ゲ
ート電極が形成された透明基板又は下地層上にゲート絶
縁層を形成する第２工程と、前記ゲート絶縁層上に前記
ドレイン電極及び前記ソース電極を形成する第３工程
と、前記ドレイン電極及びソース電極が形成された前記
ゲート絶縁層上に前記チャンネル形成層の材料を堆積す
る第４工程と、当該堆積された材料の層を、前記ゲート
電極をマスクとする前記透明基板側からの露光に基づく
フォトリソグラフィの処理を用いて前記チャンネル形成
層を形成する第５工程と、を有する薄膜トランジスタの
製造方法が提供される。
【００１９】このような製造方法によれば、島状のチャ
ンネル形成層を形成する際にゲート電極をフォトマスク
として使用することにより基板側（即ち背面側）からの
露光を行うため、ゲート電極及び島状チャンネル形成層
の形状及び位置を整合させるのが容易となり、バックラ
イトの光がチャンネル形成層に侵入して光励起キャリア
を発生させる恐れが少なくなる。また、開口率等の低下
抑制の効果も相当に期待することができる。
【００２０】上記薄膜トランジスタの製造方法において
は、前記第４工程が、前記ドレイン電極及びソース電極
が形成された前記ゲート絶縁層上に前記チャンネル形成
層の材料を堆積する工程と、該チャンネル形成層上に絶
縁材料を堆積する工程とを有し、前記第５工程が、前記
絶縁材料の堆積層上にフォトレジスト層を形成する工程
と、該フォトレジスト層に対し前記ゲート電極を一方の
マスクとして前記透明基板側からの露光を行うとともに
前記フォトレジスト層の上側に配される他方のマスクを
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7
用いて前記フォトレジスト層の上側からの露光を行って
パターン化する工程と、これによりパターン化されたフ
ォトレジスト層をマスクとして当該絶縁材料の堆積層と
前記チャンネル形成層の堆積層とを選択的にエッチング
する工程とを有している、ことを特徴とすることができ
る。
【００２１】また、前記第５工程の後に、前記島状のチ
ャンネル形成層の少なくとも側面を覆う保護層を形成す
る工程を有していることを特徴とすることもできる。
【００２２】また、本発明によれば、ゲート電極と、ド
レイン電極と、ソース電極と、チャンネル形成層と、該
チャンネル形成層に光が侵入するのを防止する遮光膜と
を有してなる薄膜トランジスタであって、前記チャンネ
ル形成層が前記遮光膜をマスクとして用いたフォトリソ
グラフィの処理により形成されたものである薄膜トラン
ジスタが提供される。
【００２３】このような薄膜トランジスタによれば、チ
ャンネル形成層と遮光膜とが自己整合されているので、
チャンネル形成層に光励起キャリヤによる漏れ電流が生
じるのを防止するとともに明るい表示を得ることができ
る。
【００２４】また、本発明によれば、ゲート電極と、ド
レイン電極と、ソース電極と、チャンネル形成層とを有
してなる薄膜トランジスタであって、前記ゲート電極が
遮光性導電材料からなり、前記チャンネル形成層が前記
ゲート電極をマスクとして用いたフォトリソグラフィの
処理を用いて形成されたものである薄膜トランジスタが
提供される。
【００２５】このような薄膜トランジスタによっても、
チャンネル形成層と遮光膜とが良く自己整合されている
ので、チャンネル形成層に光励起キャリヤによる漏れ電
流が生じる可能性が少ないし、明るい表示を得ることが
できる。
【００２６】また、本発明によれば、ゲート電極、ドレ
イン電極、ソース電極、チャンネル形成層及び該チャン
ネル形成層に光が侵入するのを防止する遮光膜を有して
なる薄膜トランジスタと、前記ドレイン電極及び前記ソ
ース電極の何れか一方に接続された画素電極とを有する
液晶表示パネルであって、前記チャンネル形成層が前記
遮光膜をマスクとして用いたフォトリソグラフィにより
形成されたものである液晶表示パネルが提供される。
【００２７】このような液晶表示パネルによれば、バッ
クライトの影響によりチャンネル形成層に漏れ電流が生
じることがなく、優れた画像品質を得ることができる。
【００２８】また、本発明によれば、ゲート電極、ドレ
イン電極、ソース電極及びチャンネル形成層を有してな
る薄膜トランジスタと、前記ドレイン電極及び前記ソー
ス電極の何れか一方に接続された画素電極とを有する液
晶表示パネルであって、前記ゲート電極が遮光性導電材
料からなり、前記チャンネル形成層が前記ゲート電極を
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マスクとして用いたフォトリソグラフィの処理を用いて
形成されたものである液晶表示パネルが提供される。
【００２９】この液晶表示パネルにおいても、前記液晶
表示パネルと略同様の効果を得ることができる。
【００３０】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施例を、添付図
面を参照して詳細に説明する。
【００３１】図１は、本発明による薄膜トランジスタの
製造方法の第１実施例をトップゲート型ＴＦＴに適用し
て製造された液晶表示パネルの１画素に対応する部分を
概念的に示す平面図であり、図２は該第１実施例の製造
方法における幾つかの工程を図１のＩＩ－ＩＩ線に沿う
断面として示す説明図である。
【００３２】この第１実施例が適用された液晶表示パネ
ル１０は、当該パネルの背面側に配置される透明基板上
に絶縁層等を介在させて形成されてマトリクス状に配置
された多数の画素電極１２を有している。各画素電極１
２には、当該画素電極を駆動するための薄膜トランジス
タ（ＴＦＴ）１４が隣接して設けられており、このＴＦ
Ｔ１４は、当該液晶表示パネル１０の行方向に延びるゲ
ートライン１６と列方向に延びるソースライン１７とに
結合され、これら両ラインに印加される信号により画素
情報に応じて駆動されるようになっている。尚、図示さ
れていないが、この液晶表示パネル１０は、上記透明基
板及び図１に示す各部を含んでなる構造体に対し液晶材
料を挟んで対向配置された（即ち、パネル前面側に配置
された）透明保護基板等を更に有し、背面側からバック
ライトにより照明すると共に、上記透明保護基板に設け
られる透明共通電極と上記各画素電極との間の電圧を上
記液晶材料に印加することにより画像を表示するように
なっている。
【００３３】以下、上記薄膜トランジスタ１４の製造方
法を、図２を参照して更に詳細に説明する。尚、以下の
説明においては、場合により、図２における上側を前面
側、及び同図における下側を背面側と称する。
【００３４】先ず、ガラス又は石英等の透明材料からな
る基板２０を用意する。次に、この透明基板２０の上側
表面全体に、クロム等の非透光材料からなる膜を例えば
スパッタリングにより一様な厚さに形成する。この非透
光材料膜は第１のフォトマスクを用いた既知のフォトリ
ソグラフィによりパターン化し、これにより、形成され
るべき薄膜トランジスタ１４に対応する位置に遮光膜２
１を各々形成する（図２のａ）。このようにして、基板
２０上には平面視略矩形の多数の遮光膜２１がマトリク
ス状に形成される。
【００３５】次に、上記遮光膜２１が形成された基板２
０の上側全面にＳｉＯ

２
等からなる絶縁層２２を例えば

プラズマＣＶＤ（化学気相成長）法により一様な厚さに
形成し、斯様にして形成された絶縁層２２上にＩＴＯ等
の透明導電材料からなる層を例えばスパッタリングによ
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9
り一定の厚さに形成する。この透明導電材料層は第２の
フォトマスクを用いた既知のフォトリソグラフィにより
パターン化し、これにより画素電極１２、各画素電極の
一部であるドレイン電極１２ａ、ソースライン１７、及
び各ソースラインと一体的なソース電極１７ａが形成さ
れる（図２のｂ）。次いで、図２のｂに示す工程におい
て得られた構造体の上面には後の工程のために燐がドー
プされる。
【００３６】次に、上記構造体の上面全体にアモルファ
スシリコン（ａ－Ｓｉ）等の半導体材料からなるチャン
ネル形成層２４と、窒化シリコン（ＳｉＮ

ｘ
）等の絶縁

材料からなるゲート絶縁層２６とが、例えばプラズマＣ
ＶＤ法により順次形成される。尚、この際に、上記チャ
ンネル形成層２４における前記画素電極１２、ドレイン
電極１２ａ、ソースライン１７及びソース電極１７ａと
の境界部分には上記のドープされた燐が拡散移動し、こ
れにより例えばｎ＋ａ－Ｓｉ膜が形成されて、チャンネ
ル形成層２４とドレイン及びソース電極１２ａ及び１７
ａとの間に良好なオーミックコンタクトが得られるよう
になる。次に、ゲート絶縁層２６の上面にフォトレジス
ト層２８が塗布形成される。このフォトレジスト層２８
は、前記遮光膜２１をマスクとし基板２０側からの光に
より露光される。斯様にして背面側から露光されたフォ
トレジスト層２８は、次いで現像処理され、結果として
上記遮光膜２１に対応する領域２８’だけがゲート絶縁
層２６上に残存される。次に、フォトレジスト層２８’
をマスクとして用い、既知のエッチング法によりゲート
絶縁層２６及びチャンネル形成層２４を選択的にエッチ
ングして、チャンネル形成層２４及びゲート絶縁層２６
を含む島状領域３０を形成する（図２のｄ）。この場合
に各島状領域３０の頂部に残存するフォトレジスト層２
８’は次いで既知の方法により剥離除去される。
【００３７】次に、全面に窒化シリコン等の絶縁材料か
らなる絶縁層３２を形成する。この絶縁層３２は、第３
のフォトマスクを用いた既知のフォトリソグラフィによ
りパターン化し、これにより該絶縁層３２には前記画素
電極１２を露出させる窓３２ａが各々形成される（図２
のｅ）。
【００３８】次に、全面にアルミニウム等からなる金属
層を例えばスパッタリングにより一定の厚さに形成す
る。この金属層は、第４のフォトマスクを用いた既知の
フォトリソグラフィによりパターン化し、これにより絶
縁層３２上に、前記島状領域３０の上方に各々位置する
ゲート電極１６ａと、各行のゲート電極１６ａに共通に
接続されたゲートライン１６とが各々形成される（図２
のｆ）。かくして、ドレイン及びソース電極１２ａ及び
１７ａ、チャンネル形成層２４、ゲート絶縁層２６及び
３２、並びにゲート電極１６ａを有してなるＴＦＴ１４
が得られる。
【００３９】更に、図２のｆの工程で得られた構造体に
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は全面に保護膜及び／又は配向膜等が形成されるが、こ
れら工程は既知であるので詳細な説明は省略する。
【００４０】上記第１実施例による製造方法によれば、
チャンネル形成層２４を含む島状領域３０を形成する際
に遮光膜２１をフォトマスクとして使用して背面側から
の露光を行うため、従来の製造方法における表面側から
の露光の場合のように別のフォトマスクが必要とされ
ず、製造工程が簡略化される。また、遮光膜２１をフォ
トマスクとして使用する結果、遮光膜２１及びチャンネ
ル形成層２４の形状及び位置が基板２０に垂直な方向に
見て略完全に一致する（即ち、自己整合される）ので、
バックライトの光がチャンネル形成層２４に侵入して光
励起キャリアを発生させる恐れが殆ど無い。従って、こ
の製造方法により製造された液晶表示パネル１０によれ
ば、バックライトの影響を受けることの少ない良好な画
像品質を得ることができる。また、かかる自己整合によ
って、遮光膜２１はチャンネル形成層２４に対して無駄
に大きく形成されることはなく、バックライトの光のチ
ャンネル形成層２４への侵入を効率良く遮断するととも
に先述したような開口率等の低下を抑えることができ
る。
【００４１】次に、上記第１実施例の変形例を図３を参
照して説明する。
【００４２】この変形例は、前記島状領域３０全体を絶
縁層３２により覆う代わりに、島状領域３０におけるチ
ャンネル形成層２４の側面を絶縁化することによって該
チャンネル形成層の側面とゲート電極１６ａのパターン
との接触を防止しようとするもので、図２に示した工程
とは下記の点で相違する。
【００４３】即ち、図２のｄの工程の後、図３のｅ’に
示すように、既知の方法でプラズマ酸化処理を行うこと
によりチャンネル形成層２４の側面を酸化してＳｉＯ

２

からなる絶縁膜２４ａを形成する。次いで、フォトレジ
スト層２８’を除去する。尚、このフォトレジスト層２
８’は上記プラズマ酸化処理の前に除去してもよい。
【００４４】次に、全面にアルミニウム等からなる金属
層を例えばスパッタリングにより一定の厚さに形成し、
第４のフォトマスクを用いた既知のフォトリソグラフィ
により該金属層をパターン化することにより、ゲート絶
縁層２６上にゲート電極１６ａ’及びゲートパターン１
６を形成する。
【００４５】この変形例によれば、第１実施例における
絶縁層３２を設ける必要はなく、チャンネル形成層２４
とゲート電極１６ａ’との間には単一のゲート絶縁層２
６のみしか存在しないので、製造工程がより簡略化さ
れ、安価になる。
【００４６】次に、本発明による薄膜トランジスタの製
造方法をボトムゲート型ＴＦＴに適用した場合の第２実
施例を説明する。
【００４７】図４は、この第２実施例における幾つかの
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11
工程を図２と同様に示す説明図である。先ず、ガラス又
は石英等からなる透明基板１２０の上側表面全体に、遮
光性導電材料、例えばアルミニウム等の金属からなる層
を例えばスパッタリングにより一様な厚さに形成する。
この金属層は第１のフォトマスクを用いた既知のフォト
リソグラフィによりパターン化し、これにより、ゲート
電極１１６ａと、これらゲート電極と一体的なゲートラ
イン１１６（図５参照）とを形成する（図４のａ）。
【００４８】次に、上記ゲート電極１１６ａ及びゲート
ライン１１６が形成された基板１２０の上側全面にＳｉ
Ｏ

２
等からなるゲート絶縁層１２２を例えばプラズマＣ

ＶＤ法により一様な厚さに形成し、斯様にして形成され
たゲート絶縁層１２２上にＩＴＯ等の透明導電材料から
なる層を例えばスパッタリングにより一定の厚さに形成
する。この透明導電材料層は第２のフォトマスクを用い
た既知のフォトリソグラフィによりパターン化し、これ
により画素電極１１２、各画素電極の一部であるドレイ
ン電極１１２ａ、ソースライン１１７、及び各ソースラ
インと一体的なソース電極１１７ａが形成される（図４
のｂ）。次いで、図４のｂに示す工程において得られた
構造体の上面には後の工程のために燐がドープされる。
【００４９】次に、上記構造体の上面全体にアモルファ
スシリコン（ａ－Ｓｉ）等の半導体材料からなるチャン
ネル形成層１２４と、窒化シリコン（ＳｉＮ

ｘ
）等の絶

縁材料からなる絶縁層１２６とが、例えばプラズマＣＶ
Ｄ法により順次形成される。尚、この際に、上記チャン
ネル形成層１２４における前記画素電極１１２、ドレイ
ン電極１１２ａ、ソースライン１１７及びソース電極１
１７ａとの境界部分には上記のドープされた燐が拡散移
動し、これにより例えばｎ＋ａ－Ｓｉ膜が形成されて、
チャンネル形成層１２４とドレイン及びソース電極１１
２ａ及び１１７ａとの間に良好なオーミックコンタクト
が得られるようになる。次に、絶縁層１２６の上面にフ
ォトレジスト層１２８が塗布形成される。このフォトレ
ジスト層１２８は、前記ゲート電極１１６ａ及びゲート
ライン１１６を一方のマスクとして基板１２０側からの
（即ち背面側からの）光により露光されると共に、更に
ゲート電極１１６ａの長さ方向と直交する方向（図４の
左右方向）に延びる所定の遮光縞を備える簡単な構成の
第３（他方）のフォトマスクを使用して図における上方
側からの（即ち、パネル前面側からの）光により露光さ
れる。
【００５０】図５は上記一方及び他方のマスクの形態を
平面図にて概略的に示しており、ゲート電極１１６ａ及
びゲートライン１１６による一方のマスクと他方のマス
ク２００とが重なる領域（クロスハッチ部分）が、形成
すべきチャンネル形成層の領域となることを表してい
る。つまり、他方のマスク２００は、ゲート電極１１６
ａの部分すなわち当該チャンネル形成層の領域だけは上
方側からの光により露光させないパターンを持つ必要が
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ある。本例では、マスク２００は、ゲートライン１１６
の領域を全て上方側からの光により露光させるようなマ
スクパターンを有するものであり、このパターンは、そ
れぞれゲートライン１１６に沿いこれをカバーする光透
過性の直線的帯状部２０１とこれに交互配置される遮光
性の直線的帯状部２０２とからなるという極めて簡単な
もので済む。図５からも分かるように、このマスク２０
０は、単一方向（図５の上下方向）のみの位置合わせで
良いので、工程の簡素化に寄与することになる。
【００５１】斯様にして露光されたフォトレジスト層１
２８は、次いで現像処理され、結果として上記ゲート電
極１１６ａに対応する領域１２８’だけが絶縁層１２６
上に残存される。次に、フォトレジスト層１２８’をマ
スクとして用い、既知のエッチング法により絶縁層１２
６及びチャンネル形成層１２４を選択的にエッチングし
て、チャンネル形成層１２４及び絶縁層１２６を含む島
状領域１３０を形成する（図４のｄ）。この場合に各島
状領域１３０の頂部に残存するフォトレジスト層１２
８’は次いで既知の方法により剥離除去される。
【００５２】次に、全面に窒化シリコン等の絶縁材料か
らなる保護層１３２を形成する。この保護層１３２は、
第４のフォトマスクを用いた既知のフォトリソグラフィ
によりパターン化し、これにより該保護層１３２には前
記画素電極１１２を露出させる窓１３２ａが各々形成さ
れる（図４のｅ）。次いで、既知の方法により前記各ゲ
ートラインの端子部分が露出される。かくして、ドレイ
ン及びソース電極１１２ａ及び１１７ａ、チャンネル形
成層１２４、ゲート絶縁層１２２、並びにゲート電極１
１６ａを有してなるＴＦＴ１１４が得られる。
【００５３】更に、図４のｅの工程で得られた構造体に
は全面に配向膜等が形成されるが、これら工程は既知で
あるので詳細な説明は省略する。
【００５４】上記第２実施例による製造方法によれば、
チャンネル形成層１２４を含む島状領域１３０を形成す
る際にゲート電極１１６ａをフォトマスクとして用い裏
面側から露光を行うため、ゲート電極１１６ａ及びチャ
ンネル形成層１２４の形状及び位置が、基板１２０に垂
直な方向に見て、少なくとも対向する１対の辺（図５の
１３０Ａ，１３０Ｂ。本例では辺１３０Ｃも）に関して
は略完全に一致する（即ち、自己整合される）ので、バ
ックライトの光がチャンネル形成層１２４に侵入して光
励起キャリアを発生させる恐れが少ない。従って、この
製造方法により製造された液晶表示パネルによれば、バ
ックライトの悪影響を受けることの少ない良好な画像品
質を得ることができる。また、かかる自己整合によっ
て、バックライトの光のチャンネル形成層への侵入を効
率良く遮断するとともに先述したような開口率等の低下
を相当抑えることができる。
【００５５】尚、上記第２実施例の図４のｃ～ｅに示す
工程において、絶縁層１２６を形成せずに保護層１３２
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だけを形成するようにしてもよい。
【００５６】また、上記第２実施例では、背面側の一方
マスク（ゲート電極等）と正面側の他方マスクとを用い
て島状領域１３０を形成しているが、図４のｃの工程に
おいて当該一方のマスクのみで当該ゲート電極等に対応
する形状（平面図上）にチャネル形成層をパターン化し
ておき、その後の図４のｅの工程において保護層１３２
の窓１３２ａの形成と同時に当該チャネル形成層を最終
的に島状にパターン化するようにしてもよい。この場
合、チャネル形成層の島状のパターン化後には当該チャ
ネル形成層の側面は露出されることになるが、かかる露
出側面に対して図３において述べたような酸化処理又は
窒化処理等による絶縁化処理を施すのが好ましい。ま
た、もとよりチャネル形成層は島状に形成しなくとも最
低限の機能を果たすことはできるので、上述の如き島状
のパターン化は必須ではない。但し、耐リーク電流等の
ＴＦＴの性能面から見れば、チャネル形成層を島状にす
ることが望ましい。
【００５７】また、上記各実施例においては、基板上に
直接、遮光膜やゲート電極を形成するようにしている
が、これらは基板に設けられた下地層上に形成するよう
にしてもよいことは勿論である。同様に、本発明は、他
の層及び部分についても付加的な構成要素を排除するも
のではないし、請求項に記載の技術的思想に逸脱しない
限り、その実施の形態を適宜改変しうるものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本発明による薄膜トランジスタの製造
方法の第１実施例により製造された薄膜トランジスタを
備える液晶表示パネルの一部の概略平面図である。
【図２】図２は、同第１実施例における幾つかの工程を
図１のＩＩ-ＩＩ線に沿う断面として示す工程説明図で
ある。
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【図３】図３は、同第１実施例の変形例における幾つか
の工程を示す工程説明図である。
【図４】図４は、本発明による薄膜トランジスタの製造
方法の第２実施例における幾つかの工程を断面として示
す工程説明図である。
【図５】図５は、本発明による薄膜トランジスタの製造
方法の第２実施例において使用されるマスクの形態を示
す概略平面図である。
【符号の説明】
１０…液晶表示パネル
１２、１１２…画素電極
１２ａ、１１２ａ…ドレイン電極
１４、１１４…薄膜トランジスタ
１６、１１６…ゲートライン
１６ａ、１１６ａ…ゲート電極
１７、１１７…ソースライン
１７ａ、１１７ａ…ソース電極
２０、１２０…透明基板
２１…遮光膜
２２…絶縁層
２４、１２４…チャンネル形成層
２６…ゲート絶縁層
２８、１２８…フォトレジスト層
３０、１３０…島状領域
３２、１３２…保護層
１２２…ゲート絶縁層
１２６…絶縁層
２００…マスク
２０１…光透過性直線的帯状部
２０２…遮光性直線的帯状部
１３０Ａ、１３０Ｂ、１３０Ｃ…ゲート電極と整合され
るチャネル形成層の側部

【図１】 【図３】
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